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(57)【要約】
　本発明は、表示画面の高精細化と、額縁部の狭小化と
、アレイ基板の製造工程の簡略化が可能な液晶ディスプ
レイを提供することを目的とする。本発明に係る液晶デ
ィスプレイは、アレイ基板が、絶縁基板(11)と、絶縁基
板(11)上の第一導電層(31)と、第一導電層(31)上の第一
絶縁層(51)と、第一絶縁層(51)上の第二導電層(32)と、
第二導電層(32)上の第二絶縁層(52)と、第二絶縁層(52)
上の第三導電層(41)と、第三導電層(41)上の第三絶縁層
(53)と、第三絶縁層(53)上の第四導電層(42)と、複数の
バスラインと、複数の引き出し線(18)と、第三導電層(4
1)に設けられた共通電極(15)と、表示領域外に設けられ
、引き出し線(18)と交差し、共通信号を伝送する共通幹
配線(16)と、表示領域外に設けられ、共通電極(15)を共
通幹配線(16)に接続する接続電極(17)とを含み、共通幹
配線(16)は、第一導電層(31)に設けられ、複数の引き出
し線(18)は、共通幹配線(16)上において、第二導電層(3
2)に設けられ、接続電極(17)は、少なくとも第四導電層
(42)に設けられている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
アレイ基板と、表示部と、前記表示部内に配列された複数の画素とを備える液晶ディスプ
レイであって、
前記アレイ基板は、絶縁基板と、
前記絶縁基板上の第一導電層と、
前記第一導電層上の第一絶縁層と、
前記第一絶縁層上の第二導電層と、
前記第二導電層上の第二絶縁層と、
前記第二絶縁層上の第三導電層と、
前記第三導電層上の第三絶縁層と、
前記第三絶縁層上の第四導電層と、
前記表示部に対応する領域内に設けられた複数のバスラインと、
前記領域外に設けられ、対応するバスラインに各々接続された複数の引き出し線と、
前記領域の内と外に設けられ、前記複数の画素に共通の信号を供給する電極と、
前記領域外に設けられ、前記複数の引き出し線と交差し、前記信号を伝送する配線と、
前記領域外に設けられ、前記電極を前記配線に接続する接続電極とを含み、
前記配線は、前記第一導電層に設けられ、
前記複数の引き出し線は、前記配線上において、前記第二導電層に設けられ、
前記電極は、前記第三導電層に設けられ、
前記接続電極は、少なくとも第四導電層に設けられる液晶ディスプレイ。
【請求項２】
前記複数の引き出し線は、隣り合う第一及び第二の引き出し線を含み、
前記接続電極の前記配線との接続部は、前記第一及び第二の引き出し線の間の領域に設け
られ、
前記接続電極の前記電極との接続部は、前記第一及び第二の引き出し線の間の前記領域に
設けられない請求項１記載の液晶ディスプレイ。
【請求項３】
前記アレイ基板は、前記領域外かつ前記電極上に前記第三絶縁層がない部分を含み、
前記接続電極は、前記第三絶縁層がない前記部分を通って前記電極に接続される請求項１
又は２記載の液晶ディスプレイ。
【請求項４】
前記第三絶縁層がない前記部分は、前記複数の引き出し線上にない請求項３記載の液晶デ
ィスプレイ。
【請求項５】
前記第三絶縁層がない前記部分は、前記複数の引き出し線上にある請求項３記載の液晶デ
ィスプレイ。
【請求項６】
前記アレイ基板は、前記配線上に、前記第一絶縁層、及び、前記第二絶縁層がない部分を
含み、
前記第三絶縁層がない前記部分は、前記第一絶縁層、及び、前記第二絶縁層がない前記部
分上の領域から、前記電極上の領域まで広がり、
前記接続電極は、前記第四導電層に設けられる請求項３記載の液晶ディスプレイ。
【請求項７】
前記アレイ基板は、前記配線上に、前記第一絶縁層、及び、前記第二絶縁層がない部分を
複数含み、
前記第三絶縁層がない前記部分は、前記配線上において、帯状に広がり、
前記アレイ基板を平面視したとき、前記第一絶縁層、及び、前記第二絶縁層がない前記複
数の部分と、前記電極の一部とは、前記第三絶縁層がない前記部分内に配置され、
前記接続電極は、前記第四導電層に設けられる請求項３記載の液晶ディスプレイ。
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【請求項８】
前記接続電極は、前記第二導電層に設けられた下層部と、前記第四導電層に設けられた上
層部とを含み、
前記アレイ基板は、前記配線上に前記第一絶縁層がない部分を含み、かつ、前記下層部上
に、前記第二絶縁層、及び、前記第三絶縁層がない部分を含み、
前記下層部は、前記第一絶縁層がない前記部分を通って前記配線に接続され、
前記上層部は、前記第二絶縁層、及び、前記第三絶縁層がない前記部分を通って前記下層
部に接続される請求項１～７のいずれかに記載の液晶ディスプレイ。
【請求項９】
前記アレイ基板は、前記配線上に、前記第一絶縁層、前記第二絶縁層、及び、前記第三絶
縁層がない部分を含み、
前記接続電極は、前記第四導電層に設けられ、かつ、前記第一絶縁層、前記第二絶縁層、
及び、前記第三絶縁層がない前記部分を通って前記配線に接続される請求項１～７のいず
れかに記載の液晶ディスプレイ。
【請求項１０】
前記アレイ基板は、薄膜トランジスタを含み、
前記薄膜トランジスタは、半導体層を含み、
前記半導体層は、酸化物半導体を含む請求項１～９のいずれかに記載の液晶ディスプレイ
。
【請求項１１】
前記第二絶縁層は、有機絶縁層を含む請求項１～１０のいずれかに記載の液晶ディスプレ
イ。
【請求項１２】
前記第二絶縁層は、無機絶縁層を含み、
前記有機絶縁層は、前記無機絶縁層上に積層される請求項１１記載の液晶ディスプレイ。
【請求項１３】
前記第二絶縁層は、エッチング剤でエッチング可能な層を含み、
前記第三絶縁層は、前記エッチング剤と同じエッチング剤でエッチング可能な層を含む請
求項１～１２のいずれかに記載の液晶ディスプレイ。
【請求項１４】
前記第一絶縁層は、下層と、前記下層上に積層された上層とを含む請求項１～１３のいず
れかに記載の液晶ディスプレイ。
【請求項１５】
前記下層、及び、前記上層は、前記領域外において、前記第一導電層を覆う請求項１～１
４のいずれかに記載の液晶ディスプレイ。
　
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、液晶ディスプレイに関する。より詳しくは、複数の画素に共通の信号（以下、
共通信号とも言う。）を供給する電極（以下、共通電極とも言う。）を含むアレイ基板を
備える液晶ディスプレイに好適な液晶ディスプレイに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
液晶ディスプレイは、複数の画素が配列された表示部と、その周囲の額縁部とを備え、表
示部において液晶分子の電気光学特性を利用して映像を表示する装置であり、携帯電話、
ノートパソコン、液晶テレビ等の機器に広く普及している。そのような液晶ディスプレイ
としては、アクティブマトリクス駆動方式の液晶ディスプレイがよく知られている。この
方式の液晶ディスプレイは、アクティブマトリクス基板（以下、アレイ基板とも言う。）
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を備え、アレイ基板は、通常、バスライン、バスラインに接続された引き回し線等の配線
と、画素電極と、薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）等のスイッチング素子とを有する。バスラ
インとしては、通常、ソースバスライン、及び、ゲートバスラインが設けられる。
【０００３】
近年、特にスマートフォンやタブレットパソコン等の用途において、液晶ディスプレイの
表示画面の高精細化が要望されており、ソースバスライン等のバスラインのピッチが狭く
なってきている。また、広い視野角の表示も要望されている。
【０００４】
そのような要望に応える主要な液晶モードとしては、誘電率異方性が負の液晶分子に対し
て基板面に垂直方向の電界を印可して該液晶分子の配向を制御する垂直配向（ＶＡ：Ｖｅ
ｒｔｉｃａｌ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）モード、及び、誘電率異方性が正又は負の液晶分子
に対して基板面に水平方向（平行な方向）の電界（横電界）を印可して該液晶分子の配向
を制御する水平配向モードが知られている。また、水平配向モードの液晶ディスプレイの
一種として、フリンジフィールドスイッチング（ＦＦＳ：Ｆｒｉｎｇｅ　Ｆｉｅｌｄ　Ｓ
ｗｉｔｃｈｉｎｇ）方式の液晶ディスプレイが提案されている。ＦＦＳ方式の液晶ディス
プレイは、液晶層にフリンジ電界（横電界と縦電界の両成分を含む斜め電界）を印加する
ことによって表示を行う。
【０００５】
ＦＦＳ方式の液晶ディスプレイとしては、例えば、単一の工程で複数のコンタクトホール
を同時に形成することができる、平坦化膜上に画素電極及び共通電極を配置したＦＦＳモ
ードの液晶ディスプレイが開示されている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００６】
また、共通電極への共通電位の供給を充分に確保するとともに、画素の開口率を向上して
明るい表示を得ることができるＦＦＳ方式の液晶ディスプレイが開示されている（例えば
、特許文献２参照。）。
【０００７】
更に、スリット状開口を有する共通電極の抵抗値を小さくし、フリッカ及びクロストーク
を低減したＦＦＳ方式の液晶パネルが開示されている（例えば、特許文献３参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００８－１８０９２８号公報
【特許文献２】特開２００８－３２８９９号公報
【特許文献３】特開２０１０－８７５８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
ＦＦＳ方式の液晶ディスプレイにおいて、アレイ基板は、通常、表示部に対応する領域（
以下、表示領域とも言う。）の内と外に設けられた共通電極と、表示領域外に設けられ、
共通信号を伝送する配線（以下、共通幹配線とも言う。）とを有し、共通電極には、共通
幹配線から共通信号が供給される。
【００１０】
特許文献１の図５、７、８（ｂ）等には、共通幹配線に相当するコモン配線１６が開示さ
れ、特許文献２の図１、２、７等には、共通幹配線に相当する外周共通電位ライン５０が
開示されている。そして、コモン配線１６は、走査線１２（ゲートバスラインに相当）が
設けられた導電層よりも上の導電層であって、信号線１５（ソースバスラインに相当）と
同じ導電層に形成されている。また、外周共通電位ライン５０は、ゲートライン１４（ゲ
ートバスラインに相当）が設けられた導電層よりも上の導電層であって、表示信号ライン
１８（ソースバスラインに相当）と同じ導電層に形成されている。
【００１１】
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しかしながら、このように共通幹配線をソースバスラインと同じ導電層に形成した場合、
ソースバスライン用の引き出し線を共通幹配線と交差させるためには、引き出し線の層を
変更する必要があり、そのためのコンタクトホールを各ソースバスラインに対して形成し
なければならない（特許文献２の図７参照。）。しかしながら、表示画面の高精細化に伴
い、ソースバスラインのピッチが狭くなり、それに伴って引き出し線の間隔が狭くなった
場合、これらのコンタクトホールを全て配置することは、設計上、非常に困難である。ま
た、全てのコンタクトホールを配置できたとしても、それらを一列に並べることはできず
、千鳥状のように二列以上に並べる必要が生じる。そのため、その分だけ額縁部が大きく
なってしまう。
【００１２】
更に、共通電極よりも上に絶縁層を介して画素電極を配置し、共通電極を直接、共通幹配
線に接続した場合は、共通電極上の該絶縁層にコンタクトホールを形成するためのパター
ニング工程と、共通電極よりも下の絶縁層にコンタクトホールを形成するためのパターニ
ング工程とを別々に設ける必要があった。したがって、アレイ基板の製造工程を簡略化す
るという点で改善の余地があった。
【００１３】
本発明は、上記現状に鑑みてなされたものであり、表示画面の高精細化と、額縁部の狭小
化と、アレイ基板の製造工程の簡略化とが可能な液晶ディスプレイを提供することを目的
とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
本発明者らは、表示画面の高精細化と、額縁部の狭小化と、アレイ基板の製造工程の簡略
化とが可能な液晶ディスプレイについて種々検討したところ、共通幹配線が設けられる導
電層に着目した。そして、絶縁基板上に、第一導電層、第一絶縁層、及び、第二導電層を
この順に積層し、共通幹配線を第一導電層に設け、引き出し線を、共通幹配線上において
第二導電層に設けることにより、コンタクトホールを介することなく引き出し線をソース
バスライン等のバスラインに接続でき、また、共通幹配線を表示領域の近くに配置できる
ことを見いだした。また、第二導電層上に、第二絶縁層、第三導電層、第三絶縁層、及び
、第四導電層をこの順に積層し、共通電極を第三導電層に設け、接続電極を介して共通電
極を共通幹配線に接続し、接続電極を少なくとも第四導電層に設けることにより、第三絶
縁層に設けられるコンタクトホールと、第二絶縁層に設けられるコンタクトホールとを同
じパターニング工程で形成できることを見いだした。以上の結果、上記課題をみごとに解
決することができることに想到し、本発明に到達したものである。
【００１５】
すなわち、本発明のある側面は、アレイ基板と、表示部と、前記表示部内に配列された複
数の画素とを備える液晶ディスプレイであって、前記アレイ基板は、絶縁基板と、前記絶
縁基板上の第一導電層と、前記第一導電層上の第一絶縁層と、前記第一絶縁層上の第二導
電層と、前記第二導電層上の第二絶縁層と、前記第二絶縁層上の第三導電層と、前記第三
導電層上の第三絶縁層と、前記第三絶縁層上の第四導電層と、前記表示部に対応する領域
（表示領域）内に設けられた複数のバスラインと、前記領域（表示領域）外に設けられ、
対応するバスラインに各々接続された複数の引き出し線と、前記領域（表示領域）の内と
外に設けられ、前記複数の画素に共通の信号（共通信号）を供給する電極（共通電極）と
、前記領域（表示領域）外に設けられ、前記複数の引き出し線と交差し、前記信号（共通
信号）を伝送する配線（共通幹配線）と、前記領域（表示領域）外に設けられ、前記電極
（共通電極）を前記配線（共通幹配線）に接続する接続電極とを含み、前記配線（共通幹
配線）は、前記第一導電層に設けられ、前記複数の引き出し線は、前記配線（共通幹配線
）上において、前記第二導電層に設けられ、前記電極（共通電極）は、前記第三導電層に
設けられ、前記接続電極は、少なくとも第四導電層に設けられる液晶ディスプレイ（以下
、本発明に係る液晶ディスプレイとも言う。）である。
【００１６】
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本発明に係る液晶ディスプレイは、このような構成要素を必須として含む限り、その他の
構成要素により特に限定されるものではない。
【００１７】
なお、本明細書においては、明確化の観点から、バスラインと引き出し線の境界を表示領
域の輪郭線上に設定し、バスラインは、表示領域内にあるものとし、引き出し線は、表示
領域の周囲の領域（以下、額縁領域とも言う。）内にあるものとする。
【００１８】
本発明に係る液晶ディスプレイにおける好ましい実施形態について以下に説明する。なお
、以下の好ましい実施形態は、適宜、互いに組み合わされてもよく、以下の２以上の好ま
しい実施形態を互いに組み合わせた実施形態もまた、好ましい実施形態の一つである。
【００１９】
前記複数の引き出し線は、隣り合う第一及び第二の引き出し線を含み、前記接続電極の前
記配線（共通幹配線）との接続部は、前記第一及び第二の引き出し線の間の領域に設けら
れ、前記接続電極の前記電極（共通電極）との接続部は、前記第一及び第二の引き出し線
の間の前記領域に設けられなくてもよい。このように、両接続部を同じ２本の引き出し線
の間の領域に設けないことにより、表示画面の更なる高精細化が可能である。
【００２０】
前記アレイ基板は、前記領域（表示領域）外かつ前記電極（共通電極）上に前記第三絶縁
層がない部分を含み、前記接続電極は、前記第三絶縁層がない前記部分を通って前記電極
（共通電極）に接続される形態（以下、形態（１）とも言う。）が好ましい。これにより
、接続電極を容易かつ確実に共通電極に接続することができる。
【００２１】
前記形態（１）において、前記第三絶縁層がない前記部分は、前記複数の引き出し線上に
なくてもよい。このように、アレイ基板を平面視したときに、第三絶縁層がない部分が複
数の引き出し線に重ならないことにより、共通電極１５にピンホールが存在してとしても
、第三絶縁層のパターニング工程において、第二絶間層、及び、引き出し線がエッチング
されてしまうのを防止することができる。
【００２２】
他方、前記形態（１）において、前記第三絶縁層がない前記部分は、前記複数の引き出し
線上にあってもよい。このように、アレイ基板を平面視したときに、第三絶縁層がない部
分が複数の引き出し線に重なることにより、設計の自由度を向上することができる。
【００２３】
前記形態（１）において、前記アレイ基板は、前記配線（共通幹配線）上に、前記第一絶
縁層、及び、前記第二絶縁層がない部分を含み、前記第三絶縁層がない前記部分は、前記
第一絶縁層、及び、前記第二絶縁層がない前記部分上の領域から、前記電極（共通電極）
上の領域まで広がり、前記接続電極は、前記第四導電層に設けられてもよい。これにより
、表示画面の更なる高精細化が可能である。
【００２４】
前記形態（１）において、前記アレイ基板は、前記配線（共通幹配線）上に、前記第一絶
縁層、及び、前記第二絶縁層がない部分を複数含み、前記第三絶縁層がない前記部分は、
前記配線（共通幹配線）上において、帯状に広がり、前記アレイ基板を平面視したとき、
前記第一絶縁層、及び、前記第二絶縁層がない前記複数の部分と、前記電極（共通電極）
の一部とは、前記第三絶縁層がない前記部分内に配置され、前記接続電極は、前記第四導
電層に設けられてもよい。これにより、接続電極の共通電極との接続部の面積を大きくす
ることができる。したがって、両電極の間のコンタクト抵抗を低減することができ、かつ
、両電極の間で接続不良が発生するのを抑制することができる。
【００２５】
前記接続電極は、前記第二導電層に設けられた下層部と、前記第四導電層に設けられた上
層部とを含み、前記アレイ基板は、前記配線（共通幹配線）上に前記第一絶縁層がない部
分を含み、かつ、前記下層部上に、前記第二絶縁層、及び、前記第三絶縁層がない部分を
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含み、前記下層部は、前記第一絶縁層がない前記部分を通って前記配線（共通幹配線）に
接続され、前記上層部は、前記第二絶縁層、及び、前記第三絶縁層がない前記部分を通っ
て前記下層部に接続されてもよい。これにより、第三導電層を形成するためのエッチング
時に、共通幹配線を接続電極の下層部で保護することができる。したがって、第三導電層
の材料、第三導電層を形成するためのエッチング剤、及び、第一導電層の材料の選択肢を
増やすことができる。
【００２６】
他方、前記アレイ基板は、前記配線（共通幹配線）上に、前記第一絶縁層、前記第二絶縁
層、及び、前記第三絶縁層がない部分を含み、前記接続電極は、前記第四導電層に設けら
れ、かつ、前記第一絶縁層、前記第二絶縁層、及び、前記第三絶縁層がない前記部分を通
って前記配線（共通幹配線）に接続されてもよい。これにより、表示画面の更なる高精細
化が可能とである。
【００２７】
なお、上述の第一絶縁層、第二絶縁層、及び／又は、第三絶縁層がない部分は、例えば開
口部のように閉じた部分であってもよいし、例えば切り欠き部や絶縁層の外側の部分のよ
うに閉じていない部分であってもよい。また、前記開口部は、所謂コンタクトホールであ
ってもよい。
【００２８】
前記第三及び第四導電層は、透明導電層であることが好ましい。これにより、２枚の透明
電極によって保持容量を形成することができ、開口率を向上することができる。
【００２９】
前記アレイ基板は、薄膜トランジスタを含み、前記薄膜トランジスタは、半導体層を含み
、前記半導体層は、酸化物半導体を含むことが好ましい。酸化物半導体を用いてＴＦＴの
半導体層を形成した場合、製造プロセス中において一般的にアレイ基板上に形成される静
電気破壊（ＥＳＤ）対策用の素子のサイズは、他の半導体材料（例えばアモルファスシリ
コン）を用いた場合に比べて大きくする必要がある。しかしながら、本発明に係る液晶デ
ィスプレイによれば、アレイ基板の額縁領域を狭くすることができる。したがって、本発
明に係る液晶ディスプレイは、ＴＦＴの半導体層の材料として酸化物半導体を用いた場合
に特に好適である。
【００３０】
前記第二絶縁層は、有機絶縁層を含むことが好ましい。これにより、第二絶縁層の膜厚を
容易に厚くすることができる。したがって、寄生容量を低減でき、表示に不具合が発生す
るのを抑制することができる。
【００３１】
前記第二絶縁層は、無機絶縁層を含み、前記有機絶縁層は、前記無機絶縁層上に積層され
ることが好ましい。これにより、第二絶縁層の膜厚の確保と、ＴＦＴ等のスイッチング素
子の信頼性の確保とを両立することができる。
【００３２】
前記第二絶縁層は、エッチング剤でエッチング可能な層を含み、前記第三絶縁層は、前記
エッチング剤と同じエッチング剤でエッチング可能な層を含むことが好ましい。また、前
記第二絶縁層、及び、前記第三絶縁層は各々、同じ材料を用いて形成された層を含んでも
よい。このように、第二及び第三絶縁層が各々、同じエッチング剤でエッチング可能な層
を含むことにより、第三絶縁層用の絶縁膜と、第二絶縁層用の絶縁膜とを同じ工程で容易
にパターニングすることができる。なお、前記エッチング剤はいずれも、気体でも液体で
もよい。
【００３３】
前記第一絶縁層は、下層と、前記下層上に積層された上層とを含むことが好ましい。これ
により、表示領域内において、下層にＴＦＴのゲート絶縁膜を設けることができ、また、
上層にＴＦＴのチャネル保護層を設けることができる。更に、ＴＦＴの半導体層の材料と
して酸化物半導体を用いた場合は、ＴＦＴの特性向上の観点からチャネル保護層を設ける



(8) JP WO2013/121956 A1 2013.8.22

10

20

30

40

50

ことが好ましい。したがって、この実施形態は、ＴＦＴの半導体層の材料として酸化物半
導体を用いる場合に特に好適である。
【００３４】
前記下層、及び、前記上層は、前記領域（表示領域）外において、前記第一導電層を覆う
ことが好ましい。これにより、第一導電層に設けられる共通幹配線等の配線をより確実に
保護でき、また、寄生容量を低減することができる。
【発明の効果】
【００３５】
本発明によれば、表示画面の高精細化と、額縁部の狭小化と、アレイ基板の製造工程の簡
略化とが可能な液晶ディスプレイを実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】実施形態１の液晶ディスプレイに含まれる液晶パネルの平面模式図である。
【図２】実施形態１の液晶ディスプレイに含まれるアレイ基板の平面模式図であり、図１
中の一点鎖線で囲まれた領域を拡大した図である。
【図３】実施形態１の液晶ディスプレイに含まれるアレイ基板の平面模式図であり、共通
幹配線付近の構造を示す。
【図４】図３中のＡ－Ｂ線における断面模式図である。
【図５】実施形態１の液晶ディスプレイに含まれるアレイ基板の平面模式図であり、サブ
画素領域の構造を示す。
【図６】図５中のＣ－Ｄ線における断面模式図である。
【図７】実施形態１の液晶ディスプレイに含まれるアレイ基板の平面模式図であり、共通
幹配線付近の構造を示す。
【図８】実施形態１の液晶ディスプレイに含まれるアレイ基板の平面模式図であり、共通
幹配線付近の構造を示す。
【図９】実施形態２の液晶ディスプレイに含まれるアレイ基板の平面模式図であり、共通
幹配線付近の構造を示す。
【図１０】図９中のＧ－Ｈ線における断面模式図である。
【図１１】実施形態３の液晶ディスプレイに含まれるアレイ基板の平面模式図であり、共
通幹配線付近の構造を示す。
【図１２】図１１中のＪ－Ｋ線における断面模式図である。
【図１３】実施形態４の液晶ディスプレイに含まれるアレイ基板の平面模式図であり、共
通幹配線付近の構造を示す。
【図１４】図１３中のＭ－Ｎ線における断面模式図である。
【図１５】実施形態５の液晶ディスプレイに含まれるアレイ基板の平面模式図であり、共
通幹配線付近の構造を示す。
【図１６】図１５中のＰ－Ｑ線における断面模式図である。
【図１７】実施形態６の液晶ディスプレイに含まれるアレイ基板の断面模式図であり、共
通幹配線付近の構造を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
以下に実施形態を掲げ、本発明を図面に参照して更に詳細に説明するが、本発明はこれら
の実施形態のみに限定されるものではない。
【００３８】
（実施形態１）
実施形態１の液晶ディスプレイは、アクティブマトリクス駆動方式、かつ、透過型の液晶
ディスプレイであり、図１に示すように、液晶パネル１と、液晶パネル１の後方に配置さ
れたバックライト（図示せず）と、液晶パネル１、及び、バックライトユニットを駆動、
及び、制御する制御部（図示せず）と、液晶パネル１を制御部に接続するフレキシブル基
板（図示せず）とを備えている。
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【００３９】
本実施形態の液晶ディスプレイは、画像を表示する表示部２を含み、表示部２には、複数
の画素３がマトリクス状に配置されている。各画素３は、複数色（例えば、赤、緑、及び
、青の３色）のサブ画素４から構成されている。ただし、本実施形態の液晶ディスプレイ
は、モノクロ液晶ディスプレイであってもよく、その場合は、各画素３を複数のサブ画素
に分割する必要はない。
【００４０】
なお、画素、及び、サブ画素のピッチは特に限定されないが、例えば、サブ画素のピッチ
は、２８μｍ×８４μｍであってもよく、後述するソースバスライン１２の間隔は、２０
μｍ未満であってもよい。
【００４１】
液晶パネル１は、アクティブマトリクス基板（アレイ基板）７と、アレイ基板７に対向し
、カラーフィルタ、ブラックマトリクス等の部材を有する対向基板８と、基板７、８の間
に設けられた液晶層（図示せず）と、アレイ基板７の液晶層側の表面上に設けられた水平
配向膜（図示せず）と、対向基板８の液晶層側の表面上に設けられた水平配向膜（図示せ
ず）と、アレイ基板７上に実装されたソースバスライン用ドライバチップ５とを有してい
る。アレイ基板７は、液晶ディスプレイの背面側に設けられ、対向基板８は、観察者側に
設けられている。各基板７、８の液晶層とは反対側の表面上には、偏光板（図示せず）が
貼り付けられている。これらの偏光板は、通常はクロスニコルに配置されている。ドライ
バチップ５は、アレイ基板７の対向基板８に対向しない領域、すなわち対向基板８からは
み出した領域（以下、張り出し領域とも言う。）にＣＯＧ（Ｃｈｉｐ　Ｏｎ　Ｇｌａｓｓ
）技術により実装されている。
【００４２】
アレイ基板７は、表示部２に対応する領域（表示領域）９と、表示領域９の周囲の領域（
額縁領域）１０とを含んでいる。アレイ基板７は、表示領域９の左右にモノリシックに形
成されたゲートバスライン用ドライバ回路６と、張り出し領域内に形成された複数の端子
（図示せず。以下、アレイ端子とも言う。）と、表示領域９内に各々形成された、ソース
バスライン１２、及び、ゲートバスライン１３と、額縁領域１０内に各々形成された、ソ
ースバスライン用引き出し線１８、及び、ゲートバスライン用引き出し線１９と、表示領
域９を囲むように額縁領域１０内に形成された共通幹配線１６と、額縁領域１０内に各々
形成された複数の入力配線（図示せず）とを有している。ソースバスライン１２、及び、
ゲートバスライン１３は、互いに交差しており、格子状に配置されている。ゲートバスラ
イン１３は、右側のドライバ回路６に接続されたゲートバスライン１３と、左側のドライ
バ回路６に接続されたゲートバスライン１３とを含み、これらは交互に配置されている。
アレイ端子には、ドライバチップ５の出力端子に接続された端子（以下、第一のアレイ端
子とも言う。）と、ドライバチップ５の入力端子に接続された端子（以下、第二のアレイ
端子とも言う。）と、フレキシブル基板の端子に接続された端子（以下、第三のアレイ端
子とも言う。）とが含まれる。各引き出し線１８は、対応するソースバスライン１２を第
一のアレイ端子に接続し、各引き出し線１９は、対応するゲートバスライン１３をドライ
バ回路６の出力部に接続している。共通幹配線１６は、第三のアレイ端子に接続され、共
通幹配線１６には、フレキシブル基板を介して制御部から共通信号が入力される。なお、
共通信号とは、全ての画素に共通して印可される信号である。各入力配線は、第二のアレ
イ端子、又は、ドライバ回路６の入力部を、第三のアレイ端子に接続している。なお、モ
ノリシックに形成されたドライバ回路６の代わりに、同様の機能を持つドライバチップを
アレイ基板７上に実装してもよい。
【００４３】
図２に示すように、ソースバスライン１２、及び、ゲートバスライン１３によって区画さ
れる領域（以下、サブ画素領域とも言う。）がサブ画素に対応している。アレイ基板７は
、表示領域９を覆うように形成された共通電極１５と、共通幹配線１６上に形成された接
続電極１７とを有している。接続電極１７は、下層部１７ａ、及び、上層部１７ｂを含ん
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でいる。共通電極１５は、額縁領域１０において、接続電極１７を介して共通幹配線１６
に接続されている。各引き出し線１８は、共通幹配線１６と交差するように共通幹配線１
６上を通過している。また、引き出し線１８の一部は、下層部１７ａを迂回している。
【００４４】
図３及び４を参照して、共通幹配線１６付近の構造について詳述する。
アレイ基板７は、透明な絶縁基板１１を有しており、絶縁基板１１上には、上記第一導電
層に相当する第一配線層３１と、第一絶縁層５１と、上記第二導電層に相当する第二配線
層３２と、第二絶縁層５２と、上記第三導電層に相当する第一透明導電層４１と、第三絶
縁層５３と、上記第四導電層に相当する第二透明導電層４２とがこの順に積層されている
。第一絶縁層５１は、下層５１ａと、下層５１ａ上に積層された上層５１ｂとを含んでい
る。第二絶縁層５２は、下層５２ａと、下層５２ａ上に積層された上層５２ｂとを含んで
いる。第一絶縁層５１、第二絶縁層５２、及び、第三絶縁層５３は、共通幹配線１６付近
では、層間絶縁膜として機能している。
【００４５】
共通幹配線１６は、第一配線層３１に形成され、引き出し線１８は、共通幹配線１６上に
おいて、第二配線層３２に形成され、下層部１７ａは、第二配線層３２に形成され、上層
部１７ｂは、第二透明導電層４２に形成され、共通電極１５は、第一透明導電層４１に形
成されている。下層部１７ａは、隣り合う２本の引き出し線１８の間に設けられ、上層部
１７ｂは、複数の引き出し線１８を横切るように設けられている。
【００４６】
第三絶縁層５３には、共通電極１５上において、コンタクトホール６１が形成されている
。第二絶縁層５２、及び、第三絶縁層５３には、下層部１７ａ上において、コンタクトホ
ール６２が形成されている。共通電極１５がコンタクトホール６２に重畳しないように共
通電極１５には切り欠き部１５ａが形成されている。第一絶縁層５１には、共通幹配線１
６上において、コンタクトホール６３が形成されており、コンタクトホール６３は、隣り
合う２本の引き出し線１８の間に設けられている。
【００４７】
上層部１７ｂは、コンタクトホール６１を通して共通電極１５に接続されるとともに、コ
ンタクトホール６２を通して下層部１７ａに接続されている。下層部１７ａは、コンタク
トホール６３を通して共通幹配線１６に接続されている。このようにして、共通電極１５
は、額縁領域１０において、接続電極１７を介して共通幹配線１６に接続され、共通電極
１５には共通幹配線１６から共通信号が供給される。
【００４８】
なお、図１に示したように、アレイ基板７上にドライバ回路６をモノリシックに形成する
場合は、ドライバ回路６の出力部は、第二配線層３２に設けられ、そこから出力信号が出
力される。そのため、ゲートバスライン１３をドライバ回路６の出力部に接続する引き出
し線１９は、第二配線層３２に設けられ、出力部に接続された部分と、第一配線層３１に
設けられ、ゲートバスライン１３に接続された部分とを含み、これらの部分は、共通幹配
線１６及び表示領域９の間の領域において第一絶縁層５１に形成されたコンタクトホール
（図示せず）を介して互いに接続されている。このようにして、引き出し線１９を介して
ドライバ回路６からゲートバスライン１３へ出力信号が供給される。したがって、引き出
し線１８が通る表示領域９の下辺以外の辺、すなわち、表示領域９の左右の辺と、ソース
バスライン１２の延長上にあたる表示領域９の上辺との近傍においても、共通幹配線１６
を第一配線層３１に形成することができる。他方、ドライバ回路６の代わりに上記ドライ
バチップをアレイ基板７上に実装した場合は、引き出し線１８が通る表示領域９の下辺及
び上辺以外の辺、すなわち、表示領域９の左右の辺の近傍においては、共通幹配線１６を
第二配線層３２に形成することで、第一配線層３１においてコンタクトホールを介さずに
引き出し線１９をゲートバスライン１３と一体的に形成することができる。そのため、表
示領域９の四隅付近において、共通幹配線１６は、第一絶縁層５１に形成されたコンタク
トホール（図示せず）を通って第一配線層３１から第二配線層３２に上げられている。そ
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して、共通幹配線１６の第二配線層３２に設けられた部分の下を第一配線層３１に形成さ
れたゲートバスライン１３用の引き出し線１９が通っている。また、共通電極１５は、第
二透明導電層４２に設けられた別の接続電極（図示せず）を介して、共通幹配線１６の第
二配線層３２に設けられた部分に接続されている。
【００４９】
次に、アレイ基板７のサブ画素領域の構造を説明する。
図５、６に示すように、アレイ基板７は、ソースバスライン１２、及び、ゲートバスライ
ン１３に接続されたＴＦＴ２０と、ＴＦＴ２０に接続された画素電極１４とを有している
。画素電極１４には、互いに平行なスリット１４Ｓが形成されており、画素電極１４は、
互いに平行な線状部分を有する。共通電極１５は、全てのサブ画素領域を覆うように設け
られている。画素電極１４は、第二透明導電層４２に形成され、第三絶縁層５３を介して
共通電極１５上に設けられている。ゲートバスライン１３は、第一配線層３１に形成され
、ソースバスライン１２は、第二配線層３２に形成されている。
【００５０】
液晶層中の液晶分子（通常はネマチック液晶）は、電圧無印可時、スリット１４Ｓに対し
て所定の角度をなす方向に、かつ基板７、８の表面に対して平行に配向している。
【００５１】
ＴＦＴ２０は、スイッチング素子として機能し、半導体層２１、チャネル保護層２６、ゲ
ート電極２２、ソース電極２３、及び、ドレイン電極２４を含んでいる。ゲート電極２２
は、ゲートバスライン１３と一体的に形成されることによってゲートバスライン１３に接
続され、ソース電極２３は、ソースバスライン１２と一体的に形成されることによってソ
ースバスライン１２に接続され、ドレイン電極２４は、画素電極１４に接続されている。
ソース電極２３及びドレイン電極２４は各々、半導体層２１に接続されている。ＴＦＴ２
０がオン状態の時、半導体層２１内にチャネルが形成される。チャネル保護層２６は、半
導体層２１上に形成されており、ソース電極２３及びドレイン電極２４のパターニングの
際にチャネルをエッチング剤から保護する。チャネル保護層２６は、第一絶縁層５１の上
層５１ｂに形成されている。第一絶縁層５１の下層５１ａは、ゲート電極２２、及び、半
導体層２１の間に介在し、ＴＦＴ２０のゲート絶縁膜として機能する。第二絶縁層５２の
下層５２ａは、パッシベーション膜として機能し、上層５２ｂは、平坦化膜として機能す
る。ドレイン電極２４は、第二配線層３２に形成され、画素電極１４は、第二絶縁層５２
、及び、第三絶縁層５３を貫通するコンタクトホール２５を通して、ドレイン電極２４に
接続されている。また、共通電極１５がコンタクトホール２５に重畳しないように、共通
電極１５には開口１５ｂが形成されている。
【００５２】
画素電極１４には、ＴＦＴ２０を介してソースバスライン１２から画像信号が印加される
。他方、共通電極１５には、共通信号が印加される。そのため、画素電極１４に画像信号
が印加されると、画素電極１４及び共通電極１５の間に放物線状に電気力線が発生し、液
晶層には画像信号に応じたフリンジ電界が発生する。そして、このフリンジ電界により液
晶分子（通常は、正の誘電率異方性を有する。）の配向が制御される。このように、共通
電極１５は、画素電極１４と対になり、液晶層を駆動する対向電極として機能する。
【００５３】
また、画素電極１４は、共通電極１５と重畳しており、両電極１４、１５の間には第三絶
縁層５３が介在している。更に、共通電極１５には共通信号が印加される。したがって、
画素電極１４に画像信号が印加されると、これらの透明な部材によって保持容量が形成さ
れる。このように、画素電極１４及び共通電極１５は、保持容量用の電極としても機能す
る。また、第三絶縁層５３は、サブ画素領域において、パッシベーション膜、及び、保持
容量の誘電体として機能する。
【００５４】
次に、本実施形態の液晶ディスプレイの製造方法について説明する。まず、アレイ基板７
の製造工程について説明する。
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始めに絶縁基板１１を準備し、そして、下記（１）～（７）の工程を行う。絶縁基板１１
の具体例としては、例えば、ガラス基板、プラスチック基板等が挙げられる。
【００５５】
（１）第一配線層の形成工程
スパッタ法、真空蒸着法等の方法を用いて、絶縁基板１１上に第一導電膜を形成する。第
一導電膜の材料としては、例えばモリブデン（Ｍｏ）、チタン（Ｔｉ）、アルミニウム（
Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、これらの合金等が挙げられ、第一導電膜は、これらの材料の膜の積
層膜であってもよい。次に、フォトリソグラフィー法を用いて第一導電膜をパターニング
し、共通幹配線１６、ゲートバスライン１３、入力配線等の第一配線層３１が形成される
。
【００５６】
（２）第一絶縁層、及び、半導体層の形成工程
次に、ＣＶＤ法、スパッタ法等の方法を用いて、第一絶縁膜を形成する。第一絶縁膜の具
体例としては、例えば、窒化シリコン膜、酸化シリコン膜、これらの積層膜等が挙げられ
る。第一絶縁膜の形成後、ＣＶＤ法、スパッタ法等の方法を用いて、半導体膜を形成する
。半導体膜の材料としては、例えば、シリコン等の１４属元素の半導体、酸化物半導体等
が挙げられるが、なかでも酸化物半導体が好適である。酸化物半導体は、インジウム（Ｉ
ｎ）、ガリウム（Ｇａ）、亜鉛（Ｚｎ）、アルミニウム（Ａｌ）、及び、シリコン（Ｓｉ
）からなる群より選ばれる少なくとも一種の元素と、酸素（Ｏ）とを含むことが好ましく
、Ｉｎ、Ｇａ、Ｚｎ、及び、Ｏを含むことがより好ましい。その後、フォトリソグラフィ
ー法を用いて半導体膜をパターニングし、半導体層２１が形成される。なお、半導体層２
１の結晶性は特に限定されず、半導体層２１は、単結晶、多結晶、非晶質、又は、微結晶
であってもよく、これらの２種以上の結晶構造を含んでもよい。次に、ＣＶＤ法、スパッ
タ法等の方法を用いて、第二絶縁膜を形成する。第二絶縁膜の具体例としては、例えば、
窒化シリコン膜、酸化シリコン膜、これらの積層膜等が挙げられる。次に、フォトリソグ
ラフィー法を用いて第一絶縁膜及び第二絶縁膜をパターニングし、下層５１ａ、及び、上
層５１ｂを含む第一絶縁層５１が形成される。また、チャネル保護層２６、及び、コンタ
クトホール６３が形成される。
【００５７】
なお、本実施形態において、第一絶縁層５１の上層５１ｂは、省略されてもよいが、ＴＦ
Ｔ２０の半導体層２１の材料として酸化物半導体を用いる場合は、ＴＦＴ２０の特性向上
の観点から、上層５１ｂを設け、チャネル保護層２６を形成することが好ましい。また、
上層５１ｂを設けることによって、下層５１ａ、及び、上層５１ｂの２層によって、額縁
領域１０において、第一配線層３１を覆うことができる。これにより、第一配線層３１の
配線をより確実に保護でき、また、寄生容量を低減することができる。
【００５８】
（３）第二配線層の形成工程
次に、スパッタ法、真空蒸着法等の方法を用いて、第二導電膜を形成する。第二導電膜の
材料としては、例えば、Ｍｏ、Ｔｉ、Ａｌ、Ｃｕ、これらの合金等が挙げられ、第二導電
膜は、これらの材料の膜の積層膜であってもよい。次に、フォトリソグラフィー法を用い
て第二導電膜をパターニングし、引き出し線１８、ソースバスライン１２、下層部１７ａ
等の第二配線層３２が形成される。
【００５９】
（４）第二絶縁層の上層の形成工程
次に、ＣＶＤ法、スパッタ法等の方法を用いて、第三絶縁膜を形成する。第三絶縁膜の具
体例としては、例えば、窒化シリコン膜、酸化シリコン膜、これらの積層膜等が挙げられ
る。次に、スピンコート法、スリットコート法等の方法を用いて、第四絶縁膜を形成する
。第四絶縁膜の材料としては、有機材料が好適であり、なかでも、感光性アクリル樹脂等
の感光性樹脂が好適である。そして、フォトリソグラフィー法を用いて第四絶縁膜をパタ
ーニングし、第二絶縁層５２の上層５２ｂが形成される。また、第四絶縁膜は、コンタク
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トホール６２となる領域と、コンタクトホール２５となる領域とで除去される。有機材料
を用いて第四絶縁膜を形成することによって、第二絶縁層５２の膜厚を容易に厚くするこ
とができる。したがって、共通電極１５と、ソースバスライン１２等の第二配線層３２に
形成された配線との間の寄生容量を低減でき、表示に不具合が発生するのを抑制すること
ができる。また、第四絶縁膜の材料として感光性樹脂を用いることによって、露光処理、
及び、現像処理のみで第四絶縁膜のパターニングを完了することができる。
【００６０】
（５）第一透明導電層の形成工程
次に、スパッタ法を用いて、第一透明導電膜を形成する。第一透明導電膜の材料としては
、例えば、インジウム酸化スズ（ＩＴＯ：Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）、酸化イ
ンジウム亜鉛（ＩＺＯ：Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）等が挙げられる。次に、
フォトリソグラフィー法を用いて第一透明導電膜をパターニングし、共通電極１５等の第
一透明導電層４１が形成される。
【００６１】
（６）第二絶縁層の下層、及び、第三絶縁層の形成工程
次に、ＣＶＤ法、スパッタ法等の方法を用いて、第五絶縁膜を形成する。第五絶縁膜の具
体例としては、例えば、窒化シリコン膜、酸化シリコン膜、これらの積層膜等が挙げられ
る。そして、フォトリソグラフィー法を用いて第三絶縁膜、及び、第五絶縁膜を同じ工程
でパターニングし、第二絶縁層５２の下層５２ａ、及び、第三絶縁層５３が形成される。
このとき、第三絶縁膜、及び、第五絶縁膜は、同じエッチング剤により連続してエッチン
グされる。また、第三絶縁膜は、コンタクトホール６２となる領域と、コンタクトホール
２５となる領域とで除去され、第五絶縁膜は、コンタクトホール６１となる領域と、コン
タクトホール２５となる領域とで除去され、この段階で、コンタクトホール６２、２５が
完成する。第二絶縁層５２、及び、第三絶縁層５３が各々、同じエッチング剤でエッチン
グ可能な層を含むことにより、第三絶縁膜と、第五絶縁膜とを同じ工程で容易にパターニ
ングすることができる。
【００６２】
また、本実施形態では、コンタクトホール６１は、引き出し線１８上に形成されていない
。そのため、コンタクトホール６１内において例え共通電極１５にピンホールが存在した
としても、第五絶縁膜用のエッチング剤がピンホールを通って、第二絶縁層５２、及び、
引き出し線１８をもエッチングしてしまうのを効果的に防止することができる。
【００６３】
なお、本実施形態において、第二絶縁層５２の上層５２ｂは、省略されてもよいが、その
場合は、省略しない場合に比べて、下層５２ａの膜厚は大きく設定される。第二絶縁層５
２の膜厚が小さいと、共通電極１５と、ソースバスライン１２等の第二配線層３２に形成
された配線との間の寄生容量が大きくなり、表示に不具合が発生するおそれがあるためで
ある。ただし、下層５２ａのみを形成する場合は、通常、第三絶縁膜の成膜時間が長くな
ってしまうため、時間短縮の観点からは上層５２ｂを形成することが好ましい。また、第
二絶縁層５２を有機絶縁膜のみから形成することも考えられ、その場合は、第二絶縁層５
２の膜厚を容易に大きくすることができる。しかしながら、ＴＦＴ２０の直ぐ上に有機絶
縁膜が形成されることになり、ＴＦＴ２０の信頼性を損なうおそれがある。他方、第二絶
縁層５２の下層５２ａを窒化シリコン、酸化シリコン等の無機絶縁材料を用いて形成する
ことによって、ＴＦＴ２０の信頼性の低下を防止することができる。したがって、第二絶
縁層５２の膜厚の確保と、ＴＦＴ２０の信頼性の確保とを容易に両立する観点からは、第
二絶縁層５２は、無機絶縁層と、無機絶縁層上に積層された有機絶縁層とを含むことが好
ましい。
【００６４】
（７）第二透明導電層の形成工程
次に、スパッタ法を用いて、第二透明導電膜を形成する。第二透明導電膜の材料としては
、例えば、ＩＴＯ、ＩＺＯ等が挙げられる。次に、フォトリソグラフィー法を用いて第二
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透明導電膜をパターニングし、画素電極１４、上層部１７ｂ等の第二透明導電層４２が形
成される。
【００６５】
その後、セル組み立て工程において、アレイ基板７と、別途作製した対向基板８との各表
面上に、ポリイミド等の有機樹脂を含む水平配向膜を塗布形成する。そして、ラビング処
理、光配向処理等の方法を用いて、液晶分子が所定の方向に初期配向するように各配向膜
に配向処理を施す。
【００６６】
次に、アレイ基板７及び対向基板８のいずれかの上に表示領域を囲むようにシール材を塗
布し、アレイ基板７と対向基板８とを互いの配向膜が対向するように重ね、そして、両基
板をシール材によって貼り合わす。なお、アレイ基板７及び対向基板８のいずれかにはセ
ルギャップを保持するための柱状スペーサを予め形成しておく。この結果、両基板の間に
は数μｍ程度の隙間（セルギャップ）が形成される。その後、シール材で囲まれた空間に
液晶材料を封入し、液晶層を形成する。
【００６７】
このようにして形成された液晶セルの両表面上に、偏光板及び位相板（任意）を貼り付け
た後、ドライバチップ５を実装して、液晶パネル１が完成する。
【００６８】
その後、液晶パネル１にフレキシブル基板を接続し、制御部及びバックライトユニットを
取り付け、これらを筐体に収納することにより、実施形態１の液晶ディスプレイが完成す
る。
【００６９】
本実施形態においては、共通幹配線１６は、第一配線層３１に形成され、引き出し線１８
は、第二配線層３２に形成されている。そのため、第二配線層３２に形成されたソースバ
スライン１２と、共通幹配線１６との間において、各引き出し線１８を下の配線層に繋ぎ
替えるためのコンタクトホールを形成する必要がない。したがって、表示画面の高精細化
に伴ってソースバスライン１２のピッチが狭くなったとしても、引き出し線１８に交差し
て共通幹配線１６を配置でき、引き出し線１８に交差する領域において共通電極１５への
共通信号の入力経路を確保することができる。また、各引き出し線１８を繋ぎ替えるため
のコンタクトホールを形成する必要がないので、表示領域９と、共通幹配線１６との間隔
を狭くすることができ、その結果、額縁領域１０を狭くすることができる。
【００７０】
また、本実施形態では、コンタクトホール６１とコンタクトホール６２を１以上の引き出
し線１８を挟んで離して配置している。すなわち、図４に示すように、接続電極１７の共
通幹配線１６との接続部１７ｃと、接続電極１７の共通電極１５との接続部１７ｄとを、
同じ２本の引き出し線１８の間の領域に設けていない。したがって、表示画面の更なる高
精細化が可能である。また、各コンタクトホール６１、６２、６３の大きさを充分に確保
することができるので、コンタクト不良の発生を防止でき、共通電極１５へ安定的に共通
信号を入力することができる。その結果、シャドーイング、フリッカ等の表示不良が発生
するのを抑制できる。
【００７１】
なお、本実施形態において、コンタクトホール６１とコンタクトホール６２との間に配置
される引き出し線１８の本数は特に限定されず、例えば、図７に示すように２本でもよい
し、図８に示すように１本でもよい。
【００７２】
ところで、共通幹配線１６の配置場所に関しては、特許文献２の図３～６に示されるよう
に、ソースバスライン１２用の引き出し線１８が通る領域に共通幹配線１６を設けないこ
とも考えられる。しかしながら、その場合は、共通電極１５内において電位が安定せず、
その結果、シャドーイング、フリッカ等の表示不良が発生するおそれがある。これは、電
気抵抗が比較的大きい透明導電膜から共通電極１５が形成されるためである。それに対し
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て、本実施形態では、上述のように、ソースバスライン１２用の引き出し線１８に交差す
る領域において共通電極１５への共通信号の入力経路を確保することができる。したがっ
て、共通電極１５へ安定的に共通信号を入力することができ、シャドーイング、フリッカ
等の表示不良が発生するのを抑制できる。
【００７３】
また、酸化物半導体を用いて半導体層２１を形成した場合は、製造プロセス中において一
般的にアレイ基板上に形成される静電気破壊（ＥＳＤ）対策用の素子のサイズは、他の半
導体材料（例えばアモルファスシリコン）を用いた場合に比べて大きくする必要がある。
しかしながら、本実施形態によれば、アレイ基板７の額縁領域１０を狭くすることができ
る。したがって、本実施形態の液晶ディスプレイは、ＴＦＴ２０の半導体層２１の材料と
して酸化物半導体を用いた場合に特に好適である。
【００７４】
また、本実施形態では、接続電極１７が下層部１７ａを含むことから、第一透明導電層４
１を形成するためのエッチング時に、共通幹配線１６を接続電極の下層部１７ａで保護す
ることができる。したがって、第一透明導電層４１の材料、第一透明導電層４１を形成す
るためのエッチング剤、及び、第一配線層３１の材料の選択肢を増やすことができる。
【００７５】
また、本実施形態では、図２に示すように、引き出し線１８は、共通幹配線１６よりも外
側の領域において、一本置きに、コンタクトホール２７を介して第一配線層に繋ぎ替えら
れている。そして、第一配線層３１にある引き出し線１８と、第二配線層３２にある引き
出し線１８とが交互に配置されている。これにより、引き出し配線１８の間隔を非常に狭
くすることができる。なお、コンタクトホール２７は、第一絶縁層５１に形成されている
。
【００７６】
（実施形態２）
実施形態２の液晶ディスプレイは、共通幹配線付近の構造が異なることを除いて、実施形
態１の液晶ディスプレイと実質的に同じである。
【００７７】
本実施形態の液晶ディスプレイに含まれるアレイ基板は、図９、１０に示すように、透明
な絶縁基板２１１を有しており、絶縁基板２１１上には、上記第一導電層に相当する第一
配線層２３１と、第一絶縁層２５１と、上記第二導電層に相当する第二配線層２３２と、
第二絶縁層２５２と、上記第三導電層に相当する第一透明導電層２４１と、第三絶縁層２
５３と、上記第四導電層に相当する第二透明導電層２４２とがこの順に積層されている。
第一絶縁層２５１は、下層２５１ａと、下層２５１ａ上に積層された上層２５１ｂとを含
んでいる。第二絶縁層２５２は、下層２５２ａと、下層２５２ａ上に積層された上層２５
２ｂとを含んでいる。
【００７８】
また、本実施形態に係るアレイ基板は、第一配線層２３１に形成された共通幹配線２１６
と、共通幹配線２１６上において第二配線層２３２に形成された引き出し線２１８と、第
二透明導電層２４２に形成された接続電極２１７と、第一透明導電層２４１に形成された
共通電極２１５とを有している。接続電極２１７は、複数の引き出し線２１８を横切るよ
うに設けられている。
【００７９】
第三絶縁層２５３には、共通電極２１５上において、コンタクトホール２６１が形成され
ている。第一絶縁層２５１、第二絶縁層２５２、及び、第三絶縁層２５３には、共通幹配
線２１６上において、コンタクトホール２６２が形成されており、コンタクトホール２６
２は、隣り合う２本の引き出し線２１８の間に設けられている。共通電極２１５がコンタ
クトホール２６２に重畳しないように共通電極２１５には切り欠き部２１５ａが形成され
ている。
【００８０】
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接続電極２１７は、コンタクトホール２６１を通して共通電極２１５に接続されるととも
に、コンタクトホール２６２を通して共通幹配線２１６に接続されている。このようにし
て、共通電極２１５は、額縁領域において、接続電極２１７を介して共通幹配線２１６に
接続され、共通電極２１５には共通幹配線２１６から共通信号が供給される。
【００８１】
本実施形態の液晶ディスプレイは、アレイ基板以外については、実施形態１で説明した方
法により作製することができる。また、本実施形態に係るアレイ基板の製造方法について
も、以下の点を除いて、実施形態１で説明した方法と実質的に同じである。本実施形態で
は、半導体層の形成後に第一及び第二絶縁膜をパターニングせず、第三及び第五絶縁膜の
パターニング時に同時に第一及び第二絶縁膜をパターニングする。
【００８２】
本実施形態によれば、実施形態１で設けられていた、下層部１７ａと、コンタクトホール
６３とを省略することができる。したがって、実施形態１に比べて、より高精細な液晶デ
ィスプレイを実現することができる。
【００８３】
（実施形態３）
実施形態３の液晶ディスプレイは、共通幹配線付近の構造が異なることを除いて、実施形
態１の液晶ディスプレイと実質的に同じである。
【００８４】
本実施形態の液晶ディスプレイに含まれるアレイ基板は、図１１、１２に示すように、透
明な絶縁基板３１１を有しており、絶縁基板３１１上には、上記第一導電層に相当する第
一配線層３３１と、第一絶縁層３５１と、上記第二導電層に相当する第二配線層３３２と
、第二絶縁層３５２と、上記第三導電層に相当する第一透明導電層３４１と、第三絶縁層
３５３と、上記第四導電層に相当する第二透明導電層３４２とがこの順に積層されている
。第一絶縁層３５１は、下層３５１ａと、下層３５１ａ上に積層された上層３５１ｂとを
含んでいる。第二絶縁層３５２は、下層３５２ａと、下層３５２ａ上に積層された上層３
５２ｂとを含んでいる。
【００８５】
また、本実施形態に係るアレイ基板は、第一配線層３３１に形成された共通幹配線３１６
と、共通幹配線３１６上において第二配線層３３２に形成された引き出し線３１８と、接
続電極３１７と、第一透明導電層３４１に形成された共通電極３１５とを有している。接
続電極３１７は、第二配線層３３２に形成された下層部３１７ａと、第二透明導電層３４
２に形成された上層部３１７ｂとを含んでいる。下層部３１７ａは、隣り合う２本の引き
出し線３１８の間に設けられ、上層部３１７ｂは、下層部３１７ａ上の領域から下層部３
１７ａに隣接する引き出し線３１８上の領域まで延伸されている。
【００８６】
第三絶縁層３５３には、共通電極３１５上において、コンタクトホール３６１が形成され
ている。第二絶縁層３５２、及び、第三絶縁層３５３には、下層部３１７ａ上において、
コンタクトホール３６２が形成されている。共通電極３１５がコンタクトホール３６２に
重畳しないように共通電極３１５には切り欠き部３１５ａが形成されている。第一絶縁層
３５１には、共通幹配線３１６上において、コンタクトホール３６３が形成されており、
コンタクトホール３６３は、隣り合う２本の引き出し線３１８の間に設けられている。
【００８７】
上層部３１７ｂは、コンタクトホール３６１を通して共通電極３１５に接続されるととも
に、コンタクトホール３６２を通して下層部３１７ａに接続されている。下層部３１７ａ
は、コンタクトホール３６３を通して共通幹配線３１６に接続されている。このようにし
て、共通電極３１５は、額縁領域において、接続電極３１７を介して共通幹配線３１６に
接続され、共通電極３１５には共通幹配線３１６から共通信号が供給される。
【００８８】
本実施形態の液晶ディスプレイは、実施形態１で説明した方法により作製することができ
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る。
【００８９】
本実施形態では、コンタクトホール３６１が引き出し線３１８上に設けられており、コン
タクトホール３６１を配置するためのスペースを隣り合う２本の引き出し線３１８の間に
設ける必要がない。したがって、実施形態１に比べて、より高精細な液晶ディスプレイを
実現することができる。また、設計の自由度を向上することができる。
【００９０】
（実施形態４）
実施形態４の液晶ディスプレイは、共通幹配線付近の構造が異なることを除いて、実施形
態１の液晶ディスプレイと実質的に同じである。
【００９１】
本実施形態の液晶ディスプレイに含まれるアレイ基板は、図１３、１４に示すように、透
明な絶縁基板４１１を有しており、絶縁基板４１１上には、上記第一導電層に相当する第
一配線層４３１と、第一絶縁層４５１と、上記第二導電層に相当する第二配線層４３２と
、第二絶縁層４５２と、上記第三導電層に相当する第一透明導電層４４１と、第三絶縁層
４５３と、上記第四導電層に相当する第二透明導電層４４２とがこの順に積層されている
。第一絶縁層４５１は、下層４５１ａと、下層４５１ａ上に積層された上層４５１ｂとを
含んでいる。第二絶縁層４５２は、下層４５２ａと、下層４５２ａ上に積層された上層４
５２ｂとを含んでいる。
【００９２】
また、本実施形態に係るアレイ基板は、第一配線層４３１に形成された共通幹配線４１６
と、共通幹配線４１６上において第二配線層４３２に形成された引き出し線４１８と、第
二透明導電層４４２に形成された接続電極４１７と、第一透明導電層４４１に形成された
共通電極４１５とを有している。接続電極４１７は、ある引き出し線４１８上の領域から
それに隣接する引き出し線４１８上の領域まで延伸されている。
【００９３】
第一絶縁層４５１、及び、第二絶縁層４５２には、共通幹配線４１６上において、コンタ
クトホール４６２が形成されている。共通電極４１５がコンタクトホール４６２に重畳し
ないように共通電極４１５には切り欠き部４１５ａが形成されている。第三絶縁層４５３
には、共通幹配線４１６上において、開口４６１が形成されており、開口４６１は、コン
タクトホール４６２と同じ場所に、コンタクトホール４２６よりも大きく形成されている
。また、開口４６１の一部は、共通電極４１５上に位置しており、共通電極４１５の一部
は第三絶縁層４５３によって覆われていない。
【００９４】
接続電極４１７は、開口４６１を覆うように形成されることによって共通電極４１５に接
触し、共通電極４１５に接続されている。また、接続電極４１７は、コンタクトホール４
６２を通して共通幹配線４１６に接続されている。このようにして、共通電極４１５は、
額縁領域において、接続電極４１７を介して共通幹配線４１６に接続され、共通電極４１
５には共通幹配線４１６から共通信号が供給される。
【００９５】
本実施形態の液晶ディスプレイは、実施形態２で説明した方法により作製することができ
る。
【００９６】
本実施形態によれば、実施形態１で設けられていた、下層部１７ａと、コンタクトホール
６３とを省略することができる。また、開口４６１は、コンタクトホール４６２上の領域
から、共通電極４１５上の領域まで広がっているため、すなわち、接続電極４１７の共通
幹配線４１６との接続部と、接続電極４１７の共通電極４１５との接続部との間に第三絶
縁層４５３がないため、両接続部を互いに非常に近くに配置することができる。したがっ
て、実施形態１及び２に比べて、より高精細な液晶ディスプレイを実現することができる
。
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【００９７】
（実施形態５）
実施形態５の液晶ディスプレイは、共通幹配線付近の構造が異なることを除いて、実施形
態１の液晶ディスプレイと実質的に同じである。
【００９８】
本実施形態の液晶ディスプレイに含まれるアレイ基板は、図１５、１６に示すように、透
明な絶縁基板５１１を有しており、絶縁基板５１１上には、上記第一導電層に相当する第
一配線層５３１と、第一絶縁層５５１と、上記第二導電層に相当する第二配線層５３２と
、第二絶縁層５５２と、上記第三導電層に相当する第一透明導電層５４１と、第三絶縁層
（図示せず）と、上記第四導電層に相当する第二透明導電層５４２とがこの順に積層され
ている。第一絶縁層５５１は、下層５５１ａと、下層５５１ａ上に積層された上層５５１
ｂとを含んでいる。第二絶縁層５５２は、下層５５２ａと、下層５５２ａ上に積層された
上層５５２ｂとを含んでいる。
【００９９】
また、本実施形態に係るアレイ基板は、第一配線層５３１に形成された共通幹配線５１６
と、共通幹配線５１６上において第二配線層５３２に形成された引き出し線５１８と、第
二透明導電層５４２に形成された接続電極５１７と、第一透明導電層５４１に形成された
共通電極５１５とを有している。接続電極５１７は、複数の引き出し線５１８を横切るよ
うに設けられている。
【０１００】
第一絶縁層５５１、及び、第二絶縁層５５２には、共通幹配線５１６上において、コンタ
クトホール５６２が形成されており、コンタクトホール５６２は、隣り合う２本の引き出
し線５１８の間に１つずつ設けられている。共通電極５１５がコンタクトホール５６２に
重畳しないように共通電極５１５には切り欠き部５１５ａが形成されている。第三絶縁層
には、共通幹配線５１６上において、開口５６１が帯状に形成されている。アレイ基板を
平面視したとき、開口５６１内には複数のコンタクトホール５６２が配置されている。ま
た、開口５６１の一部は、共通電極５１５上に位置している。
【０１０１】
接続電極５１７は、開口５６１を覆うように形成されることによって共通電極５１５に接
触し、共通電極５１５に接続されている。また、接続電極５１７は、コンタクトホール５
６２を通して共通幹配線５１６に接続されている。このようにして、共通電極５１５は、
額縁領域において、接続電極５１７を介して共通幹配線５１６に接続され、共通電極５１
５には共通幹配線５１６から共通信号が供給される。
【０１０２】
本実施形態の液晶ディスプレイは、実施形態２で説明した方法により作製することができ
る。
【０１０３】
本実施形態によれば、実施形態１で設けられていた、下層部１７ａと、コンタクトホール
６３とを省略することができる。また、開口５６１は、共通幹配線５１６上において、帯
状に広がり、アレイ基板を平面視したとき、コンタクトホール５６２と、共通電極５１５
の一部とは、開口５６１内に配置されるため、すなわち、接続電極５１７の共通幹配線５
１６との接続部と、接続電極５１７の共通電極５１５との接続部との間に第三絶縁層がな
いため、両接続部を互いに非常に近くに配置することができる。したがって、実施形態１
及び２に比べて、より高精細な液晶ディスプレイを実現することができる。
【０１０４】
更に、接続電極５１７の共通電極５１５との接続部の面積を大きくすることができる。し
たがって、実施形態１～４に比べて、両電極の間のコンタクト抵抗を低減することができ
、かつ、両電極の間で接続不良が発生するのを抑制することができる。
【０１０５】
（実施形態６）



(19) JP WO2013/121956 A1 2013.8.22

10

20

30

40

50

実施形態６の液晶ディスプレイは、共通幹配線付近の構造が異なることを除いて、実施形
態１の液晶ディスプレイと実質的に同じである。
【０１０６】
本実施形態の液晶ディスプレイに含まれるアレイ基板は、図１７に示すように、透明な絶
縁基板６１１を有しており、絶縁基板６１１上には、上記第一導電層に相当する第一配線
層６３１と、第一絶縁層６５１と、上記第二導電層に相当する第二配線層６３２と、第二
絶縁層６５２と、上記第三導電層に相当する第一透明導電層６４１と、第三絶縁層６５３
と、上記第四導電層に相当する第二透明導電層６４２とがこの順に積層されている。第一
絶縁層６５１は、下層６５１ａと、下層６５１ａ上に積層された上層６５１ｂとを含んで
いる。第二絶縁層６５２は、下層６５２ａと、下層６５２ａ上に積層された上層６５２ｂ
とを含んでいる。
【０１０７】
また、本実施形態に係るアレイ基板は、第一配線層６３１に形成された共通幹配線６１６
と、共通幹配線６１６上において第二配線層６３２に形成された引き出し線６１８と、第
二透明導電層６４２に形成された接続電極６１７と、第一透明導電層６４１に形成された
共通電極６１５とを有している。接続電極６１７は、第二配線層６３２に形成された下層
部６１７ａと、第二透明導電層６４２に形成された上層部６１７ｂとを含んでいる。接続
電極６１７（下層部６１７ａ、及び、上層部６１７ｂ）は、隣り合う２本の引き出し線６
１８の間に設けられている。
【０１０８】
第三絶縁層６５３には、共通電極６１５上において、コンタクトホール６６１が形成され
ている。第二絶縁層６５２、及び、第三絶縁層６５３には、下層部６１７ａ上において、
コンタクトホール６６２が形成されている。共通電極６１５がコンタクトホール６６２に
重畳しないように共通電極６１５には切り欠き部６１５ａが形成されている。第一絶縁層
６５１には、共通幹配線６１６上において、コンタクトホール６６３が形成されている。
コンタクトホール６６１、６６２、６６３は、隣り合う２本の引き出し線６１８の間に設
けられている。
【０１０９】
上層部６１７ｂは、コンタクトホール６６１を通して共通電極６１５に接続されるととも
に、コンタクトホール６６２を通して下層部６１７ａに接続されている。下層部６１７ａ
は、コンタクトホール６６３を通して共通幹配線６１６に接続されている。このようにし
て、共通電極６１５は、額縁領域において、接続電極６１７を介して共通幹配線６１６に
接続され、共通電極６１５には共通幹配線６１６から共通信号が供給される。
【０１１０】
本実施形態の液晶ディスプレイは、実施形態１で説明した方法により作製することができ
る。
【０１１１】
本実施形態では、隣り合う２本の引き出し線６１８の間に３つのコンタクトホール６６１
、６６２、６６３が配置されていることから、実施形態１に比べて高精細化には不利であ
る。しかしながら、接続電極６１７は、隣り合う２本の引き出し線６１８の間の各領域に
配置する必要はないことから、各バスラインにコンタクトホールを設ける場合に比べたら
高精細化に有利である。
【０１１２】
なお、各実施形態において、共通電極と共通幹配線とを互いに接続する接続構造の数と配
置場所は特に限定されず、適宜設定することができる。また、複数の接続構造を配置する
場合、少なくとも１つの接続構造が上述のいずれかの特徴を有すればよく、全ての接続構
造が上述のいずれかの特徴を有する必要はない。
【０１１３】
また、実施形態１～６は、互いに組み合わされてもよく、例えば、異なる実施形態の接続
構造を同じアレイ基板に設けてもよい。
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【０１１４】
また、実施形態１～６では、ＦＦＳ方式の液晶ディスプレイについて説明したが、各ディ
スプレイの表示方式は特に限定されない。例えば、櫛歯構造を各々有する共通電極、及び
、画素電極を用いた面内スイッチング（ＩＰＳ：Ｉｎ－Ｐｌａｎｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ
）方式、ＴＢＡ（Ｔｒａｎｓｖｅｒｓｅ　Ｂｅｎｄ　Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）方式等の表示
方式であってもよい。なお、ＴＢＡ方式においては、液晶層は、負の誘電率異方性を有す
るネマチック液晶分子を含み、該液晶分子は、電圧無印可時、垂直配向し、アレイ基板は
、一対の電極（例えば、櫛歯構造を各々有する共通電極、及び、画素電極）を含み、該電
極の間に発生する横電界によって液晶分子をベンド状に配向させる。なかでも、実施形態
１～６の液晶ディスプレイの表示方式としては、透明な共通電極と、透明な画素電極と、
両電極間の誘電体とを備え（以下、このような構造を透明Ｃｓ構造とも言う。）、これら
の部材によって保持容量が形成される表示方式が好適であり、そのような表示方式として
は、例えば、透明Ｃｓ構造を備えたＣＰＡ（Ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓ　Ｐｉｎｗｈｅｅｌ　
Ａｌｉｇｎｍｅｎｔ）方式が挙げられる。なお、透明Ｃｓ構造を備えたＣＰＡ方式におい
ては、液晶層は、負の誘電率異方性を有するネマチック液晶分子を含み、該液晶分子は、
電圧無印可時、垂直配向し、アレイ基板は、透明な共通電極と、該共通電極上の絶縁層と
、該絶縁層上の透明な画素電極とを備え、対向基板は、画素電極に対向する透明な対向電
極と、該対向電極上に設けられた点状の突起（リベット）とを備え、該画素電極と該対向
電極との間に発生する縦電界によって突起を中心に液晶分子を放射状に配向させる。
【０１１５】
また、実施形態１では、表示領域の全周に共通幹配線を配置した場合について説明したが
、各実施形態において、共通幹配線は、第二導電層に設けられた引き出し線と交差するよ
うに配置される限り、その配置場所は特に限定されず、例えば、共通幹配線は、表示領域
の下辺近傍のみに配置されてもよい。
【０１１６】
また、実施形態１～６では、透過型の液晶ディスプレイについて説明したが、各液晶ディ
スプレイは、反射型又は半透過型であってもよい。反射型の場合は、例えば、第三導電膜
に相当する第一透明導電膜の代わりに、表面が高反射率の導電膜を用いればよい。そのよ
うな導電膜の材料としては、例えば、Ａｌ、銀（Ａｇ）、プラチナ（Ｐｔ）、これらの合
金等が挙げられ、この導電膜は、これらの材料の膜の積層膜であってもよい。
【０１１７】
また、実施形態１～６では、共通幹配線上において、共通電極に切り欠き部を形成したが
、その代わりに開口部を設けてもよい。
【符号の説明】
【０１１８】
１：液晶パネル
２：表示部
３：画素
４：サブ画素
５：ソースバスライン用ドライバチップ
６：ゲートバスライン用ドライバ回路
７：アレイ基板
８：対向基板
９：表示領域
１０：額縁領域
１１：絶縁基板
１２：ソースバスライン
１３：ゲートバスライン
１４：画素電極
１４Ｓ：スリット
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１５：共通電極
１５ａ：切り欠き部
１５ｂ：開口
１６：共通幹配線
１７：接続電極
１７ａ：下層部
１７ｂ：上層部
１７ｃ、１７ｄ：接続部
１８、１９：引き出し線
２０：ＴＦＴ
２１：半導体層
２２：ゲート電極
２３：ソース電極
２４：ドレイン電極
２５、２７、６１、６２、６３：コンタクトホール
２６：チャネル保護層
３１：第一配線層（第一導電層）
３２：第二配線層（第二導電層）
４１：第一透明導電層（第三導電層）
４２：第二透明導電層（第四導電層）
５１：第一絶縁層
５１ａ：下層
５１ｂ：上層
５２：第二絶縁層
５２ａ：下層
５２ｂ：上層
５３：第三絶縁層
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摘要(译)

本发明的目的是提供一种液晶显示器，该液晶显示器能够增加显示屏的
清晰度，使边框部分变窄并且简化阵列基板的制造工艺。 在根据本发明
的液晶显示器中，阵列基板包括绝缘基板（11），在绝缘基板（11）上
的第一导电层（31）和在第一导电层（31）上的第一绝缘层（51）。 
），位于第一绝缘层（51）上的第二导电层（32），位于第二导电层
（32）上的第二绝缘层（52）和位于第二绝缘层（52）上的第三导电
层。 导电层（41），位于第三导电层（41）上的第三绝缘层（53），位
于第三绝缘层（53）上的第四导电层（42），多条总线，多条 设置在显
示区域外且与引线（18）相交并传输公共信号的公共引线（18）和设置
在第三导电层（41）中的公共电极（15）。 （16）和设置在显示区域外
部并且将公共电极（15）连接到公共干线（16）的连接电极（17），并
且公共干线（16）包括第一导电层（31）。 ），在公共干线（16）的第
二导电层（32）上设有多条引线（18），连接电极（17）的数量少。 它
也被提供给所述第四导电层（42）。
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